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Атомно-гладкие поверхности кристаллов А3В5(001) с террасированной морфологией, в частности GaAs(001), требуются как для исследований в области физики поверхности, так и для практических применений. Существует значительное количество работ, посвященных изучению атомных реконструкций GaAs(001), опубликованы подробные обзоры, например [1], где представлены модели всех основных As- и Ga-стабилизированных атомных реконструкций GaAs(001). Модели, предложенные для As-стабилизированных реконструкций, экспериментально подтверждены, но поверхности, стабилизированные галлием, к которым относятся 6х6, 4х6 (группа реконструкций nx6) и 4х2/с(8х2), изучены в меньшей степени, равно как и структурные переходы между ними. Наиболее простой в получении является структура 4х2/с(8х2), которую обычно подготавливают отжигом образца при температуре Т ( 620 0С [1]. Известно, что реконструкция 4х2/с(8х2) нестабильна при Т < 600 0С и, если скорость остывания образца в интервале температур [600 ÷ 400 0С] ниже 10 0С/с, наблюдается структурный переход 4х2/с(8х2)→nx6 [1], который, в зависимости от точного значения скорости остывания, происходит полностью или частично. Описание этого перехода затруднено тем, что переход сопровождается сублимацией материала при Т ( 550(С, в результате чего возможно неконтролируемое изменение стехиометрии поверхности. 
Целью настоящей работы является изучение фазового перехода 4х2/с(8х2)→nx6 при температурах подложки заведомо ниже порога сублимации материала с поверхности, но выше порога поверхностной диффузии атомов (Т > 300 0С). В этом случае соотношение атомов галлия и мышьяка на поверхности остается неизменным. Основным методом исследования была выбрана сверхвысоковакуумная сканирующая туннельная микроскопия in situ, позволявшая наблюдать изменения структуры поверхности на атомном уровне. Установлено, что структурный переход 4х2/с(8х2)→nx6 вызван выходом атомов галлия и мышьяка из верхнего бислоя исходной поверхности, которые и формируют элементы реконструкции 4х6 поверх атомной террасы. Реконструкция 6х6 при этом не наблюдается. Время полного превращения 4х2/с(8х2) в 4x6 зависит от температуры отжига образца и составляет 5 – 6 часов при Т = 350 (С и менее 0.5 часа при Т = 480 (С. На основе полученных экспериментальных данных построена схема структурного перехода 4х2/с(8х2)→4x6. 
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